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報告書データ / Report
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Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

有機物は様々な産業製品に用いられており、有機物表面に存在する官能基は有機物-
金属間の接合特性に大きく影響する。有機物表面の官能基を評価する方法としては、
X線光電子分光法（X-ray Photoelectron Spectroscopy, XPS）が主に用いられてい
るが、XPSでは特定の官能基のみを解析することが困難であることが多い。そのた
め、ヘテロ原子を含む試薬を官能基と選択的に反応させ、ヘテロ原子を含む化学構
造をTOF-SIMSで測定することを検討している。本報告では、ポリグリシジルメタ
クリレート(PGMA)をトリフルオロ無水酢酸(TFAA)もしくは塩酸(HCl)蒸気で気層反
応させたサンプルについて、TFAAもしくはHCl蒸気がPGMAの再表面からどの程度
の深さまで反応しているかをAr-GCIBによる深さ方向分析で解析した結果を報告す
る。

実験
Experimental

測定サンプルはSiウェハ上に成膜したPGMAおよび気層反応でTFAAもしくはHCl蒸
気と30分間反応させたPGMAを用意した。TOF-SIMS測定はPHI nanoTOF II
（NI-011）で行った。測定時の一次イオンおよびAr-GCIBは 30 keV Bi3

++でAr2500
+

を用い、ラスターサイズはそれぞれ100μmおよび500μmである。Ar-GCIBの加速
電圧および電流値は10kV 3nAで行った。帯電中和は電子銃による中和のみを行っ
た。

結果と考察
Results and Discussion

Arスパッタ前のSiウェハ上に成膜したPGMA、TFAAと30分間気層反応させ
たPGMAおよびHCl蒸気と30分間気層反応させたPGMAのマススペクトルを Fig.1
に示す。TFAAもしくはHClと反応前のPGMAではC4H5O2

- (m/z 85)が特徴的なピー
クであり、TFAAもしくはHCl蒸気と反応後のPGMAではC2O2F3

- (m/z 113)もしく
はCl- (m/z=35)が特徴的なピークであった。これらのピークを深さ方向分析に用い
た。次に、TFAAもしくはHCl蒸気と30分間気層反応させたPGMAの深さ方向分析結
果を Fig.2 に示す。TFAAもしくはHCl蒸気で反応後のPGMAに特徴的なC2O2F3

-

(m/z 113)もしくはCl- (m/z=35)は最表面から150nm (PMMA換算値)以上の深さま
で検出されていることが分かった。また、HCl蒸気で反応後のPGMAはArスパッタ
前の最表面では、PGMAに特徴的なC4H5O2

- (m/z 85)の検出量が多い結果が得られ
た。このことから、TFAAもしくはHCl蒸気によるPGMAの気層反応はPGMAの内部
まで反応が起こると同時に、HCl蒸気での気層反応は最表面のみ気層反応が完全に
進行していないことを示唆していると考えられる。
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Fig.1 Negative ion spectra obtained from (a) PGMA, (b) PGMA after reaction
with TFAA and (c) PGMA after reaction HCl vapor.
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Fig.2 Results of obtained from (a) PGMA after reaction with TFAA and (b) PGMA
after reaction HCl vapor by Ar-GCIB depth profiling.
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